. . . - e - Fig. 2
NEC / [@3 california Eastern Laboratories Produits optoélectroniques >
W Boitier DIL
. . . Boitier DIL ou ou CMS de
Opto-isolateurs de sortie de phototransistor D Ree CMS de sorte du 7 soriedu
phototransistor M phototransistor
Tension CTR Vceo | tpassant/thlogué N° de réference Prix unitaire N° de réference Bande et hobine 1 double
Fig. |d'i (typique) (max.) (ps) (typ.) Boitier Digi-Key 1 10 100 Digi-Key Qté Prix
5000 80 ~ 600% 80 355 DIP | PS2501-1A-NDe 3% 30 26 | — — — -
5000 | 80~160% | 80 35 DIP | PS2501-1-H-A-ND® 0 2 2| — — —| | Fig-3 4
5000 | 200~400% | 80 3/5 DIP PS2501-1-L-A-ND# 30 2 2| — — — U 1; 1; U Bottier DIL ou CMS de
5000 50 ~ 400% 70 57 DIP | PS2501A-1-A-ND@ 2% 2 18| — — — % F J 7| sottie du phototransistor
5000 50 ~ 400% 70 517 SMT | PS2501AL-1-ND§® 30 2 22 | PS2501AL-1TR-ND® 1000] 17787 ™ quadruple
5000 80 ~ 600% 80 355 SMT | PS2501L-1A-ND® 43 36 31| — — - T e
5000 80 ~ 160% 80 345 SMT | PS2501L-1-H-A-ND@ 42 3 29| — — —
5000 50~200% | 120 5/25 DIP | PS2513-1-A-NDe 60 50 43 | — — —
5000 20 ~ 80% 80 355 DIP | PS2521-1-A-ND % 8 66| — — — | | Fig.4 Fig. 5
5000 20 ~ 80% 80 35 SMT | PS2521L-1CT-ND§® 102 85 .72 | PS2521L-TR-ND 1,000] 50820 4 8
5000 80 ~ 400% 80 3/5 DIP PS2561-1A-ND® 48 41 34— — — Boitier DIL ou Boitier DIL ou
5000 80 ~ 400% 80 35 DIP | PS2561-1-VA-ND} 48 4 34| — — - CMS de sortie du oS de sort g
5000 50 ~ 300% 70 57 DIP | PS2561A-1-A-ND@ 28 20 A7 | — — — 7 phototransistor Y hootransistor
5000 80 ~ 160% 70 517 SMT | PS2561AL-1-H-A-ND® 2% 2 19| — — — Darlington m Dzr\inglon double
5000 | 50~300% 70 517 SMT | PS2561AL-1CT-ND§® 28 24 20 | PS2561AL-TR-ND® 2,000 139.76/M 1 i
5000 50 ~ 400% 80 35 DIP | PS2561B-1-A-ND® 49 4 B | — — —
5000 80 ~ 400% 80 35 SMT | PS2561L-1A-ND® 55 45 38 | — — — -
5000 80 ~ 160% 80 3/5 SMT PS2561L-1-H-A-ND® 43 36 31 — — — Fig. 6 16
5000 80 ~ 400% 80 35 SMT | PS2561L-1-VA-NDe 55 45 38 | — — — R
, | s00 | e0-a00% | g0 35 DIP_ | PS256ILI-1-VA-NDste 53 45 38 | — — - O ©f ©F ©F]  pottierDiL oucmis de
5000 200% 30 35 SMT | PS2561L2-1-V-A-NDEe 55 45 38 | — — — Z % Z sortie du phototransistor
5000 80 ~ 160% 80 3/5 DIP | PS2581L1-H-A-ND® 4 3B 30 | — — - dlialidlial Darlington quadruple
3750 50 ~ 300% 40 3/5 SoP PS2701-1A-ND& A7 40 .34 | PS2701-1ATR-ND® 3500 172.79/M Elaia
3750 | 150~300% | 40 35 SOP | PS2701-1-P-A-NDe 4 34 29| — — —
3750 50 ~ 300% 70 57 SOP | PS2701A1-ND§® 36 30 26 | PS2701A-TR-ND@ 3500| 153.74M
3750 | 150~300% | 70 517 SOP | PS2701A-1-P-A-ND® 36 30 26 | — - — | |Fig.7 Fig. 8
3750 50~400% | 120 1010 SOP | PS2703-1A-ND® 56 47 40 | PS2703-1ATR-ND® 3500| 238.86/M 8765
3750 | 200~400% | 120 1010 SOP | PS2703-1-K-A-NDe 50 42 36 | — — — DLl poier DIL
3750 50~150% | 120 1010 SOP | PS2703-1-M-A-NDe 50 42 36 | — — - Boitier DIL ou \::j ou CMS de
3750 | 100~200% | 40 45 SOP | PS2711-1-M-A-ND# 55 44 38 | — — — CMS de sortie du P sortie du
3750 | 50-400+% | 40 45 SOP | PS2761-1ACT-ND§® 63 52 44 | PS2761-1ATR-ND® 3500 31128/ phototransistor 1 P pnototransi
2500 80 ~ 600% 80 345 SSOP | PS2801-1ACT-ND§® 64 53 45 | PS2801-1ATR-ND® 3500 317.63M JEET
2500 | 100~300% | 80 345 SOP | PS2801-1-L-A-NDe 55 45 38 | — — —
2500 50 ~ 400% 70 57 SSOP | PS2801A-1-ND§® 53 45 38 | PS2801A-1TR-NDe 3500| 266.81/M
2500 | 100~400% | 40 45 SSOP | PS2811-1ACT-ND§® 60 51 43 | PS2811-1ATR-ND® 3500 30238M | | Fig. o
2500 | 100-400% | 40 45 Mini-Flat | PS2911-TACT-ND§® 97 81 68 | PS2911-1ATR-ND® 3500] 482.80/M ® o ooooo
2500 200% 40 4020 | Mini-Flat | PS2911-1-K-A-ND® 102 8 72| — — — _
2500 | 100-200% | 40 45 Mini-Flat | PS2911-1-M-A-ND# 02 8 72| — - — AR R AR C;‘;’ﬁgkig‘éu
2500 50~100% | 120 5/50 Mini-Flat | PS2913-1-ND§e 118 99 83 | PS2913-1TR-ND# 3500| 560.30/M F/’/’T r’,ﬁ F”% ﬁﬁ Mhototansistor
2500 50~100% | 120 5/50 Mini-Flat | PS2913-1-M-A-ND# 118 99 83 | — — — R R i R
5000 80 ~ 600% 80 355 DIP | PS2501-2A-NDe % 80 68 | — — — 1
2 | 5000 80 ~ 600% 80 355 SMT | PS2501L-2A-NDe 104 87 74| — — —
3750 50~400% | 120 10/10 SOP | PS2703-2-ND 122 102 86 | — — — - -
5000 80 ~ 600% 80 355 DIP | PS2501-4A-NDe 165 138 147 | — — — | |Fie.10 Fig. 11
5 | 00 80 ~ 600% 80 345 SMT | PS2501L-4A-NDe 173 144 122 | — — — 4 8 . -
2500 80 ~ 600% 80 3/5 SSOP | PS2801-4A-NDe 263 237 202 | PS2801-4ATR-NDe 2,500 | 1266.27/M Boitier DIL ou (J J| BofterDiLou
2500 | 100~400% | 40 45 SSOP_ | PS2811-4A-NDe 267 241 205 | PS2811-4ATR-ND® 2,500 | 1365.37/M A CMS de sortie du % % | CMSde sortie du
5000 | 200~2000% | 40 100/100 DIP | PS2502-1A-NDe 63 52 44 | — - — phototransistor m m phototransistor
5000 200 ~ 2000% 40 100/100 DIP PS2562-1-A-ND# 86 72 61 | — — — MLl N Rl double
4 | 5000 | 200-2000% | 40 100/100 SMT | PS2562L-1-ND§# 75 63 53 | PS2562L-1TR-ND 2,000 37480M 1 1
3750 | 200~2000% | 40 200/200 SOP | PS2702-1A-ND® 65 55 46 | PS2702-1ATR-ND® 3500| 381.16/M
2500 | 200~2000% | 40 200/200 SSOP | PS2802-1ACT-ND§® 9 77 65 | PS2802-1ATR-ND® 3500| d6t20m | [T
5 | 5000 | 200-2000% | 40 100/100 DIP_| PS2502-2A-NDe 150 125 106 | — — —
6 | 5000 | 200-2000% | 40 100/100 DIP | PS2502-4A-NDe 233 210 179 | — — — 16
2500 | 200~2000% | 40 200/200 SSOP | PS2802-4A-NDe 333 300 255 | PS2802-4ATR-ND® 2,500 | 1222.22/M ij” Q:‘[// QZ[/; Qj” Boter DIL ou CMS de
5000 100 ~ 400% 40 20/30 DIP PS2503-1-A-ND& 79 .66 .56 = — — p:q p:q m m sortie du phototransistor
7 | 5000 | 100~400% | 40 20/30 SMT | PS2503L-1A-ND§® 84 70 60 | PS2503L-1ATR-ND® 1000| 41927 quadruple
2500 50 ~ 400% 40 45 SSOP | PS2865-1A-ND§® 80 68 57 | PS2865-1ATR-ND® 3500| 377.34M
g | 5000 | 100-400% | 40 20/30 DIP | PS2503-2-A-ND 156 133 142 | — — —
5000 | 100~400% | 40 20/30 SMT | PS2503L-2-A-NDe 163 136 145 | — — = [Fg1e Fig. 14
o | 8000 | Ti00-400% |40 20/30 DIP | PS2503-4-A-ND® 241 218 186 | — — — . o
5000 | 100-400% | 40 20/30 SMT | PS2503L-4-A-ND® 246 220 189 | — — — m@} Boiier DIL Botier DIL
5000 80 ~ 600% 80 355 DIP | PS2505-1A-NDe 3% 31 26 | — — — .
5000 | 80~600% | 80 35 SMT | PS2505L-1A-ND 51 43 36 | — - - ¢ Jesortiedu Ja ja Uesoriedu
5000 20 ~ 80% 80 35 DIP | PS2525-1-A-NDe oo 79| — - — ﬂr phototransistor m phototransistor
5000 | 80-400% | 80 35 DIP | PS2565-1A-ND® 58 49 42 | — - - = Darlington : Darlington
5000 80 ~ 400% 80 35 DIP | PS2565-1-VA-ND3# 58 49 42 | — — — double
5000 80 ~ 400% 80 355 SMT | PS2565L-1A-ND® 61 51 43 | — — — -
o | 5000 80 ~ 400% 80 3/5 SMT | PS2565L-1-VA-NDf# 61 51 8| — - - F'9-1165
3750 50 ~ 300% 40 345 SOP | PS2705-1A-ND® 58 49 42 | PS2705-1ATR-ND® 3500 292.22/M
3750 50 ~ 300% 70 57 SOP | PS2705A-1-ND§e 38 32 27 | PS2705A-1TR-NDe 3500 165.17/M
3750 50 ~ 400% 40 45 SOP | PS2765-1A-ND§e 75 63 54 | PS2765-1ATR-ND@ 3500| 341.77/M U ) Boitier DIL ou
2500 80 ~ 600% 80 35 SSOP | PS2805-ACT-ND§® 77 85 55 | PS2805-1ATR-ND® 3500 384.97M OMS de sortie du
2500 50 ~ 400% 70 517 SSOP | PS2805A-1-ND§® 64 53 45 | PS2805A-1TR-ND# 3500 317.63M 7 R phototransistor
2500 100 ~ 400% 40 45 Mini-Flat | PS2915-1CT-ND§ 1.01 84 71| PS2915-1TR-ND 3500| 571.73/M Botier DIL de sortie du 1 Darlington
2500 | 100-~400% | 40 45 Mini-Flat | PS2915-1ACT-ND§® 129 108 91 | PS2915-1ATR-ND® 3500| 644.15M phototransistor Darlington
4 | 8000 80 ~ 600% 80 355 DIP | PS2505-2A-NDe 119 99 84 | — — — quadruple
5000 80 ~ 600% 80 355 SMT | PS2505L-2A-NDe 134 112 95 | — — —| (g7 16
5000 80 ~ 600% 80 355 DIP | PS2505-4A-NDe 229 191 161 | — = = Pr oooon
5000 | 80-600% | 80 35 SMT | PS250L-4A-ND 180 162 138 | — - - E;a Eﬁ Eﬁ E;j Boitier DIL ou GMIS de
12 | 2500 80 ~ 600% 80 35 SSOP | PS2805-4A-NDe 422 380 324 | — — — sortie du phototransistor
2500 50 ~ 400% 70 57 SSOP | PS2805A-4-A-ND® 286 258 220 | — — — S Bn B ol Darlington quadruple
2500 | 100~400% | 40 45 SSOP | PS2815-4A-NDe 286 258 220 | PS2815-4ATR-ND® 2,500 | 1464.47/M oo oD Do
5000 | 200~2000% | 40 100/100 DIP | PS2506-1A-NDe 8 70 59 | — — —
5000 | 200~2000% | 40 100/100 DIP | PS2566-1-A-ND® 86 72 6| — — — - -
13 | 5000 | 200-2000% | 40 100100 SMT | PS2566L-1-ND§® ot 76 64 | PS2566L-1TR-ND® 2,000| 423.08/M Fig. 18 Fig. 19
3750 | 200~2000% | 40 200/200 SOP | PS2706-1-ND§e 8 75 63 | PS2706-1TR-NDe 3500| 387.51M 2 oo oo
2500 | 200~2000% | 40 200/200 SOP | PS2806-1ACT-ND§ 115 9 81 | PS2806-1ATR-ND® 3500| 575.54M T e CMS de sorte du
14 | 5000 | 200-2000% | 40 100/100 DIP_| PS2506-2A-NDe 167 140 118 | — — — WA sortie Aoy ay | Phototiansistor
5000 | 200~2000% | 40 100/100 DIP | PS2506-4A-NDe 286 258 220 | — — = phototransistor
15 | 2500 | 200-2000% | 40 200/200 SSOP | PS2806-4-ND 503 471 401 | — — — oot —
2500 | 200~2000% | 40 200/200 SSOP | PS2806-4A-NDe 5023 471 401 | PS2806-4ATR-ND® 2,500 | 2499.50M 1 1
5000 | 1500~ 6500% | 300 100/100 DIP | PS2532-1A-NDe 8 70 59 | — — —
5000 | 1500 ~6500% | 300 100/100 SMT | PS2532L-1A-NDe 8 4 82| — — —| [Fg.20 Fig. 21
1 | 2800 | 1500-4000% | 300 100/100 SOP | PS2732-1-ND§e 111 9 79 | PS2732-1TR-NDe 3500| 457.38M 12
2500 | 1500 ~4000% | 350 100/100 SOP | PS2733-1A-ND§® 143 119 101 | PS2733-1ATR-ND® 3500| 688.62/M Lpnnnn 16
" i g . Ld—d—d—d—‘ 0 nnoonon o
2500 | 400~4500% | 350 20/5 SSOP | PS2833-1A-ND§e 170 142 120 | PS2833-1ATR-ND® 3500 823.29M ) )
2500 | 400~ 4500% | 350 2055 Mini-Flat | PS2933-1-ND§# 176 147 124 | PS2933-1TR-NDe 3,500| 852.51M Mt s Lo Kl
3750 | 400~2000% | 300 100/100 SSOP | PS2832-4A-NDe 426 384 327 | — — — LED1” N
17 DU UUUU < PD1 <o PD2
2500 | 400~4500% | 350 20/5 SSOP | PS2833-4-ND§e 367 330 281 | PS2833-4TR-ND® 2,500 | 1882.88/M 1 e K
18 2000 100 ~ 600% 70 20/110 SSOP | PS2841-4A-ND§@ 324 292 249 | PS2841-4ATR-ND® 2,500 | 1662.66/M CMS de sortie du E
19 | 2000 | 100~600% | 70 20/110 SSOP | PS2841-4B-ND§e 318 286 244 | PS2841-ABTR-ND® 2,500] 1618.62/M phototransistor
20 | 2000 | 100-600% | 70 20/110 SSOP | PS2845-4AA-ND§® 405 364 311 | — — —
§Bande coupée  * Ecart large de 10,16 mm (0,4”) entre les lignes ; 'écart standard est de 7,62 mm (0,3") 4 Approuvé VDE @ Conforme 4 RoHS (suite)
|]igi$|]ﬂelGy La plupart des comg adécouper a ie CMS sont disponibles sur une Digi-Reel®. Pour connaitre la référence bobine Digi-Reel, modifier 1-ND en 6-ND ou CT-ND en DKR-ND. Voir les services Digi-Key® en page 2 pour plus d'informations.

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.
2374 (Fro91) fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111



NEC / [®3K california Eastern Laboratories ~ Produits optoélectroniques (suite) Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24
. . . . C 5 on 8 g 8 oo g
Opto-isolateur de sortie de diode a haute linéarité (montage en surface) 0 1 U U
Tension Gain de transfert Linéarité du gain de transfert A (K2/K1) N° de réference Prix unitaire —PO Ll Ll
— T oo
Fig. o (K2/K1) (pour V ¢.c.=15 V, 11=2-10 mA) Digi-Key 1 10 100 1 1 1
21 1500 .733-1.072 <1% PS8741-A-ND 3.47 3.13 267
Pour Boitier DIL ou Boitier DIL ou
Opto-isolateurs de sortie analogique a haute vitesse mrtage pliage de fils pliage de fils
Retard de )
; Fig. 25 ig. ig.
Tension Ve.c. propagation N° de réference Prix unitaire N° de réference Bande et hobine '9 Fig. 26 Fig. 27
Fig. |d’isolement CTR (Max.) typique (pc) Boitier Digi-Key 1 10 100 Digi-Key até Prix 543
gy | 2500 [20%-35% [ 35 05/06 SOP | PS8101-K-A-ND 203 170 144 | — — — 080 0.0 nnn ,é.‘,‘_.?;.
2500 | 10%~30% | 15 1/2 SOP PS8103-ND 165 138 117 PS8103TR-ND 2,500 813.12/M L& S A 2
23 | 5000 >15% 35 05/03 SMT__| PS8601L-A-ND 175 147 124 — - — BT I O N
5000 >15% 35 05/03 DIP PS8602-A-ND 209 175 148 — — — R 0 Ty
24 | 2500 |15%~35% | 35 03/06 SSOP | PS8802-1CT-ND§ 168 140 119 PS8802-1TR-ND 1,500 838.54/M 12
2500 | 20% ~40% | 33 0.3/0.5 SSOP__| PS8821-1-A-ND 196 163 1.38 — — — Sortie de Pour montage en
g5 | 2500 |15%-35% | 35 03/06 SSOP | PS8802-2CT-ND§ 261 235 200 PS8802-2TR-ND 1,500 | 1354.36/M SOP Cg”sgf;:f surface
2500 | 20% ~40% | 3.3 0.3/0.5 SSOP | PS8821-2-A-ND 335 302 257 — — —
§ Bande coupée
Fig. 28 Fig. 29 Fig. 30
Ph leurs numéri h Vi °
otocoupleurs numeériques a haute vitesse Digi©Reel . . s .
N e O e B s = o e ) s O s N o
Type de | Tension |Temps de propagation Ne de réference Prix unitaire N° de réference Bande et hobine ‘><3 ? 2 \%} L‘{g—ﬁufg
Fig. | sortie |d'i ton ton Boitier Digi-Key 1 10 100 Digi-Key até Prix © - - SN
g
oc 2500 | 250ns  520ns | SOP PS9113-ND 3.03 273 233 PS9113TR-ND 2,500 1552.56/M gl B ncn B s s
e
% oc 2500 | 54ns  5ins SOP PS9114CT-ND§ 3.07 277 236 | — — — 1 1 4 1
0c 2500 | 54ns  5ins | SOP | PS9114-ND 3.05 2.75 234 | — — — Sortie de )
Boitier DIL collecteur Sortie
oc 2500 | 40ns  45ns | SMT PS9121-ND 248 223 1.90 PS9121TR-ND 2,500 1255.26/M ouverts cMoS
27 P 2500 | 33ns  40ns SOP PS9115-ND 3.05 2.75 234 PS9115TR-ND 2,500 1563.57/M
28 oc 2500 | 54ns  5ins | SSOP | PS9814-2CT-ND§ 274 2.46 210 PS9814-2TR-ND 1,500 1420.42/M Fig. a1 Fig. 32
% oc 3750 | 6ins  5ins | SMT PS9614L-ND 212 1.91 1.63 PS9614LTR-ND 1,000 1097.80 % Qoo
0c 2500 | 40ns  45ns | SSOP | PS9817-1-ND 2.05 1.71 1.30 PS9817-1TR-ND 1,500 866.57/M 8765
o B B B
30 oc 2500 | 54ns  5ins | SSOP | PS9814-1CT-ND§ 1.66 150 127 | — — — FrAgH
515 02
.t oc 2500 | 40ns  45ns | SSOP | PS9817-2-ND 267 241 205 | — — — m ﬁ“ﬂ]
oc 2500 | 45ns  50ns | SSOP | PS9821-2-ND 292 263 225 PS9821-2TR-ND 1,500 1926.93/M 1
2 P 5000 | 300ns 300ns | SMD | PS9552L2-AX-ND 2.80 252 215 | — - — Sortie de
P 5000 | 300ns 300ns | SMD | PS9552L3-AX-ND 2.80 252 215 | — — — collecteur
ouverte
§ Bande coupée
N\ ____ A Ph | Fig 1 Fig 2 Fig.s
VISHAY. Semiconductor otocoupleurs
’ p 1E}Z 16 1|:}Z 16 1E}} 16
O L | O L <:I O L \;Lj
. . = ® [ |
Photocoupleurs de sortie de phototransistor Digi®Reel® | =+ | 5
Tension CTR VcEo Ne° de réference Prix unitaire Ne de réference Bande et bobine N° de réference Avec connexion Pas de connexion Entreg o2 avec
" . . - - - = = . de base de base connexion de base
Fig. |d'isolement| (typique) | (max.) | Boitier Digi-Key 1 10 100 Digi-Key Qté Prix Vishay
5300 >20% 70 6-DIP | 751-1259-5-ND 58 43 34 — — — | 4nsg Fio.4 .5 o6
5300 | 40~80% | 70 | 6-DIP | 751-1265-5-ND 63 47 a7 = — — | onviz-1 g- 9- 9-
5300 | 63~125% | 70 6-DIP | 751-1266-5-ND 63 47 37 — - — | cnv17-2
8 10 18
5300 | 100~200% | 70 6-DIP | 751-1267-5-ND 83 47 37 — — — | CNY17-3 ! Ejz gg 1 Eﬂ g }z\;{
5300 | 160~320% | 70 6-DIP | 751-1268-5-ND 63 47 37 — — — | CNY17-4 O H
o [ s00 50% 70 | 6DIP | 751-1273-5-ND 70 55 3 — = — | HTIAT qH) -KE O | E} m|
5300 >20% 70 6-DIP | 751-1274-5-ND 70 55 43 — — — | H11A2 = =] O ) O \’<:|
5300 >20% 70 6-DIP | 751-1275-5-ND 70 55 43 — — — | H11A3 A ) Entrs
5300 520% 300 | 6-DIP | 751-1278-5-ND 1.47 1.27 98 — - — | Hi1D1 \Vec connexion nirée c.2. avec
5300 >20% 200 | 6-DIP | 751-1279-5-ND 120 96 81 = — — | Hi1D3 de base connexion de base
5300 >20% 50 6-DIP | 751-1280-5-ND 93 73 57 — — — [
5300 >100% 70 6-DIP | 751-1281-5-ND 85 74 57 — — — e Fig.7 Fig. 8 Fig. 9
5300 50 ~ 80% 30 6-DIP | 751-1337-5-ND 58 46 36 — — — | mocs1o1
5300 | 73~117% | 30 6-DIP | 751-1338-5-ND 58 46 36 — — — | Moc8102 10 P8 | 10 s | 10 =8
5300 | 108~173% | 30 6-DIP | 751-1339-5-ND 58 46 36 — — — | mocs103 E} X <j E}}ﬂ'(] E}Z”(j
, | 9300 | 160-256% | 30 6-DIP | 751-1340-5-ND 58 46 36 - - — | Mocs104 d L O a| o -
5300 | 40-80% | 70 | 6DIP | 751-1269-5-ND 63 47 37 - - — | o171 FANY EE«'(] 4K
5300 | 63~125% | 70 6-DIP | 751-1270-5-ND 83 47 37 — — — | cNv17F2 5 » O -l
5300 | 100~200% | 70 6-DIP | 751-1271-5-ND 83 47 37 — — — | CNY17F3 )
5300 | 160-~320% | 70 6-DIP | 751-1272-5-ND 63 A7 .37 — — — | CNY17F-4 Entrée c.a. avec
5 | 300 >20% 30 6-DIP | 751-1276-5-ND 1.04 84 70 = = — | H11AAT connexion de base
5300 >100% 30 6-DIP | 751-1290-5-ND 1.36 1.09 91 - — — | 122 - - -
4000 40 ~ 80% 70 8-S0IC | 751-1282-1-ND§ 90 70 60 751-1282-2-ND 2,000 278.67/M 1L205AT Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12
4000 | 63~125% | 70 | 8SOIC | 751-1283-1-ND§ 90 70 60 751-1283-2-ND 2,000 278.67/M | IL206AT 1o s
4000 | 100~200% | 70 | 8-SOIC | 751-1284-1-ND§ 90 70 60 751-1284-2-ND 2,000 278.67/M | IL207AT 1 EE?.(:' 8| 1 EE \{3 8 } /)<
4 | 4000 |160~320% | 70 | 8-SOIC | 751-1285-1-ND§ 90 70 60 751-1285-2-ND 2,000 278.67/M | IL208AT E a E g O ]
4000 >20% 70 | 8-S0IC | 751-1286-1-ND§ 90 70 60 751-1286-2-ND 2,000 278.67/M | IL211AT EXES 3y~ O |
4000 >100% 70 | 8-S0IC | 751-1287-1-ND§ 90 70 60 751-1287-2-ND 2,000 278.67/M | IL213AT O lC:l m | E}/ ’{:
4000 >100% 30 | 8-S0IC | 751-1288-1-ND§ 93 74 63 751-1288-2-ND 2,000 29273M | IL217AT - ]
5 | 4000 >20% 30 | 8-S0IC | 751-1291-1-ND§ 112 89 76 751-1291-2-ND 2,000 351.04/M | IL256AT Entrée c.a. Entrée c.a.
5300 >20% 30 8-DIP | 751-1305-5-ND 81 K2l 55 — — — | IcTe
5300 >20% 50 8-DIP | 751-1306-5-ND 1.24 99 83 — — — | 11 - -
s | 8300 >100% 70 8-DIP | 751-1307-5-ND 1.30 113 87 — - — | w2 Fig. 13 Fig. 14
5300 >50% 70 8-DIP | 751-1318-5-ND 1.63 1.28 1.08 — - — | ILbs 1 4 1 4
5300 35% 20 8-DIP | 751-1326-5-ND 147 117 .98 = — — | ILD74 [ o B B [ e g
5300 >20% 30 8-DIP | 751-1336-5-ND 1.07 86 72 — — — | MmcTe E}’ <j }Z\ (
4000 40 ~ 80% 70 | 8-S0IC | 751-1308-1-ND§ 1.23 98 83 751-1308-2-ND 2,000 385.35/M | ILD205T O |
4000 | 63~125% | 70 | 8SOIC | 751-1309-1-ND§ 1.23 98 83 751-1309-2-ND 2,000 385.35M | ILD206T
;| 4000 | 100-200% | 70 | 8-SOIC | 751-1310-1-ND§ 1.23 98 83 751-1310-2-ND 2,000 385.35M | ILD207T
4000 >20% 70 | 8-S0IC | 751-1311-1-ND§ 1.23 98 83 751-1311-2-ND 2,000 385.35M | ILD211T Fig. 15 Fig. 16
4000 >100% 70 | 8-S0IC | 751-1312-1-ND§ 1.23 98 83 751-1312-2-ND 2,000 385.35M | ILD213T 1 4 4
4000 >100% 70 | 8-S0IC | 751-1313-1-ND§ 1.30 1.04 88 751-1313-2-ND 2,000 409.36/M | ILD217T ChHr 1 O —J
g | 5300 >50% 30 8-DIP | 751-1315-5-ND 263 2.06 1.73 — — — | 1LD250 %& I( }Z\ (
5300 >100% 30 8-DIP | 751-1316-5-ND 292 254 1.90 - — — | ILD252 O ] O |
5300 | 63~125% | 70 8-DIP | 751-1320-5-ND 1.47 117 98 — — — | ILD615-2
9 | 5300 |100~200% | 70 8-DIP | 751-1321-5-ND 1.46 117 98 — — — | ILD615-3 Entrée c.a. sop
5300 | 160~320% | 70 8-DIP | 751-1322-5-ND 1.49 1.20 1.00 — — — | ILD615-4
§ Bande coupée (suite)
Dil Reel® Laplupart des I adécouper a ie CMS sont disy sur une Digi-Reel®. Pour connaitre la référence bobine Digi-Reel, modifier 1-ND en 6-ND ou CT-ND en DKR-ND. Voir les services Digi-Key® en page 2 pour plus d’informations.

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.
fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111
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